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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トップリングにより研磨対象物を保持して該研磨対象物を研磨面に押圧して研磨するポ
リッシング方法において、
　トップリング本体と該トップリング本体の下面に上下動自在に取り付けた上下動部材と
の間に第１の圧力室を形成し、
　前記トップリングで保持した研磨対象物に当接し該当接面に孔を有する弾性膜と前記上
下動部材との間に第２の圧力室を形成し、
　前記第１及び第２の圧力室内に加圧流体を供給し前記研磨対象物を前記流体の流体圧に
より前記研磨面に押圧して研磨し、
　研磨終了後に、前記第１の圧力室の圧力を大気圧に開放し前記第２の圧力室を負圧にし
て前記上下動部材を下方に移動させ、前記研磨対象物を前記上下動部材に下方に突出して
設けられた吸着部に当接させて、該吸着部により前記研磨対象物を前記トップリングに吸
着保持することを特徴とするポリッシング方法。
【請求項２】
　前記吸着部により前記研磨対象物を前記トップリングに吸着保持した後、前記トップリ
ングを載置具の上方まで揺動させ、前記吸着部から加圧流体を噴射して前記研磨対象物を
前記トップリングから離脱させることを特徴とする請求項１記載のポリッシング方法。
【請求項３】
　前記吸着部からの加圧流体の噴射に加え、前記上下動部材の中央部に形成された開口か
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ら加圧流体を噴射することを特徴とする請求項２記載のポリッシング方法。
【請求項４】
　前記トップリングは、前記上下動部材の周囲を囲繞するリテーナリングを備え、
　前記載置具には、前記リテーナリングと当接して該リテーナリングをガイドするテーパ
が設けられており、
　前記トップリングで保持された前記研磨対象物は、前記テーパによって求心されて前記
載置具の載置部に載置されることを特徴とする請求項２または３記載のポリッシング方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポリッシング方法に係り、特に表面に薄膜が形成された半導体ウェハ等の研磨
対象物を平坦かつ鏡面状に研磨するポリッシング方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体デバイスがますます微細化され素子構造が複雑になり、またロジック系の多
層配線の層数が増えるに伴い、半導体デバイスの表面の凹凸はますます増え、段差が大き
くなる傾向にある。半導体デバイスの製造では薄膜を形成し、パターンニングや開孔を行
う微細加工の後、次の薄膜を形成するという工程を何回も繰り返すためである。
【０００３】
半導体デバイスの表面の凹凸が増えると、薄膜形成時に段差部での膜厚が薄くなったり、
配線の断線によるオープンや配線層間の絶縁不良によるショートが起こったりするため、
良品が取れなかったり、歩留まりが低下したりする傾向がある。また、初期的に正常動作
をするものであっても、長時間の使用に対しては信頼性の問題が生じる。更に、リソグラ
フィ工程における露光時に、照射表面に凹凸があると露光系のレンズ焦点が部分的に合わ
なくなるため、半導体デバイスの表面の凹凸が増えると微細パターンの形成そのものが難
しくなるという問題が生ずる。
【０００４】
従って、半導体デバイスの製造工程においては、半導体デバイス表面の平坦化技術がます
ます重要になっている。この平坦化技術のうち、最も重要な技術は、化学的機械的研磨（
ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing））である。この化学的機械的研磨は、ポリッ
シング装置を用いて、シリカ（ＳｉＯ２）等の砥粒を含んだ研磨液を研磨パッド等の研磨
面上に供給しつつ半導体ウェハなどの基板を研磨面に摺接させて研磨を行うものである。
【０００５】
この種のポリッシング装置は、研磨パッドからなる研磨面を有する研磨テーブルと、半導
体ウェハを保持するためのトップリング又はキャリアヘッド等を備えている。このような
ポリッシング装置を用いて半導体ウェハの研磨を行う場合には、トップリングにより半導
体ウェハを保持しつつ、この半導体ウェハを研磨テーブルに対して所定の圧力で押圧する
。このとき、研磨テーブルとトップリングとを相対運動させることにより半導体ウェハが
研磨面に摺接し、半導体ウェハの表面が平坦かつ鏡面に研磨される。
【０００６】
このようなポリッシング装置において、研磨中の半導体ウェハと研磨パッドの研磨面との
間の相対的な押圧力が半導体ウェハの全面に亘って均一でない場合には、半導体ウェハの
各部分に印加される押圧力に応じて研磨不足や過研磨が生じてしまう。そのため、トップ
リングの半導体ウェハの保持面をゴム等の弾性材からなる弾性膜で形成し、弾性膜の裏面
に空気圧等の流体圧を加え、半導体ウェハに印加する押圧力を全面に亘って均一化するこ
とも行われている。
【０００７】
また、上記研磨パッドは弾性を有するため、研磨中の半導体ウェハの外周縁部に加わる押
圧力が不均一になり、半導体ウェハの外周縁部のみが多く研磨される、いわゆる「縁だれ
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」を起こしてしまう場合がある。このような縁だれを防止するため、半導体ウェハの外周
縁をガイドリング又はリテーナリングによって保持すると共に、ガイドリング又はリテー
ナリングによって半導体ウェハの外周縁側に位置する研磨面を押圧する構造を備えたトッ
プリングも用いられている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このようなトップリングを用いて研磨を行う際には、搬送されてきた半導体ウェハをトッ
プリングに吸着して保持する必要がある。また、研磨終了後には、半導体ウェハを再度ト
ップリングに吸着した後、搬送位置で半導体ウェハをトップリングから離脱させる必要が
ある。しかしながら、上述した弾性膜を用いたトップリングにおいては、弾性膜の存在に
より半導体ウェハの吸着及び離脱がうまくできない場合があった。
【０００９】
本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、弾性膜を介して研磨対
象物を保持して研磨を行う場合においても、研磨対象物を確実に吸着及び離脱することが
できるポリッシング方法を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　このような従来技術における問題点を解決するために、本発明は、トップリングにより
研磨対象物を保持して該研磨対象物を研磨面に押圧して研磨するポリッシング方法におい
て、トップリング本体と該トップリング本体の下面に上下動自在に取り付けた上下動部材
との間に第１の圧力室を形成し、前記トップリングで保持した研磨対象物に当接し該当接
面に孔を有する弾性膜と前記上下動部材との間に第２の圧力室を形成し、前記第１及び第
２の圧力室内に加圧流体を供給し前記研磨対象物を前記流体の流体圧により前記研磨面に
押圧して研磨し、研磨終了後に、前記第１の圧力室の圧力を大気圧に開放し前記第２の圧
力室を負圧にして前記上下動部材を下方に移動させ、前記研磨対象物を前記上下動部材に
下方に突出して設けられた吸着部に当接させて、該吸着部により前記研磨対象物を前記ト
ップリングに吸着保持することを特徴とするポリッシング方法である。
【００１５】
研磨終了時には、研磨対象物と上下動部材が離れている場合があり、そのまま吸着部によ
り研磨対象物を吸着させようとしても吸着できない場合がある。本発明によれば、研磨終
了時に上下動部材を下方に移動させて研磨対象物を吸着部に当接させてから研磨対象物を
吸着保持するので、研磨対象物を確実に吸着させることが可能となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るポリッシング方法の第１の実施形態について図１乃至図１２を参照し
て詳細に説明する。図１は、本発明の第１の実施形態におけるポリッシング装置を模式的
に示す平面図である。図１に示すように、ポリッシング装置には、全体が長方形をなす床
上のスペースの一端側に一対の研磨部１ａ，１ｂが対向して配置され、他端側にそれぞれ
半導体ウェハ収納用カセット２ａ，２ｂを載置する一対のロード・アンロードユニットが
配置されている。研磨部１ａ，１ｂとロード・アンロードユニットとを結ぶ線上には、半
導体ウェハを搬送する搬送ロボット４ａ，４ｂが２台配置されて搬送ラインが形成されて
いる。この搬送ラインの両側には、それぞれ１台の反転機５，６と、この反転機５，６を
挟んで２台の洗浄機７ａ，７ｂ，８ａ，８ｂとが配置されている。
【００１９】
２つの研磨部１ａ，１ｂは、基本的に同一の仕様の装置が搬送ラインに対称に配置されて
おり、それぞれ、上面に研磨パッドを貼付した研磨テーブル１１と、研磨対象物である半
導体ウェハを真空吸着により保持し、これを研磨テーブル１１上の研磨パッドに押圧して
研磨するトップリングユニット１２と、研磨テーブル１１上の研磨パッドの目立て（ドレ
ッシング）を行うドレッシングユニット１３とを備えている。また、研磨部１ａ，１ｂに
は、それぞれの搬送ライン側に、半導体ウェハをトップリングユニット１２との間で授受
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するプッシャ１４が設けられている。
【００２０】
搬送ロボット４ａ，４ｂは、水平面内で屈折自在な関節アームを有しており、それぞれ上
下に２つの把持部をドライフィンガーとウェットフィンガーとして使い分けている。本実
施形態では２台のロボットが使用されるので、基本的に第１搬送ロボット４ａは反転機５
，６よりカセット２ａ，２ｂ側の領域を、第２搬送ロボット４ｂは反転機５，６より研磨
部１ａ，１ｂ側の領域を受け持つ。
【００２１】
反転機５，６は半導体ウェハの上下を反転させるもので、搬送ロボット４ａ，４ｂのハン
ドが到達可能な位置に配置されている。本実施形態では、２つの反転機５，６をドライ基
板を扱うものと、ウエット基板を扱うものとに使い分けている。
【００２２】
各洗浄機７ａ，７ｂ，８ａ，８ｂの形式は任意であるが、例えば、研磨部１ａ，１ｂ側は
スポンジ付きのローラで半導体ウェハの表裏両面を拭う形式の洗浄機７ａ，７ｂであり、
カセット２ａ，２ｂ側は半導体ウェハのエッジを把持して水平面内で回転させながら洗浄
液を供給する形式の洗浄機８ａ，８ｂである。後者は、遠心脱水して乾燥させる乾燥機と
しての機能をも備える。洗浄機７ａ，７ｂにおいて、半導体ウェハの１次洗浄を行うこと
ができ、洗浄機８ａ，８ｂにおいて１次洗浄後の半導体ウェハの２次洗浄を行うことがで
きる。
【００２３】
次に、上述した研磨部の詳細を説明する。図２は、図１に示す研磨部１ａの要部を示す縦
断面図である。なお、以下では、研磨部１ａについてのみ説明するが、研磨部１ｂについ
ても研磨部１ａと同様に考えることができる。
【００２４】
図２に示すように、研磨部１ａは、上面に研磨パッド１０を貼付した研磨テーブル１１と
、研磨対象物である半導体ウェハＷを真空吸着により保持し、これを研磨テーブル１１に
押圧して研磨するトップリングユニット１２と、研磨テーブル１１上の研磨パッド１０の
目立て（ドレッシング）を行うドレッシングユニット１３とを備えている。研磨テーブル
１１は、テーブル軸１１ａを介してその下方に配置されるモータ（図示せず）に連結され
ており、研磨テーブル１１は、図２の矢印Ｃで示すようにそのテーブル軸１１ａ周りに回
転可能になっている。研磨テーブル１１の研磨パッド１０の表面は研磨対象物である半導
体ウェハＷと摺接する研磨面を構成している。
【００２５】
なお、市場で入手できる研磨パッドとしては種々のものがあり、例えば、ロデール社製の
ＳＵＢＡ８００、ＩＣ－１０００、ＩＣ－１０００／ＳＵＢＡ４００（二層クロス）、フ
ジミインコーポレイテッド社製のＳｕｒｆｉｎ　ｘｘｘ－５、Ｓｕｒｆｉｎ　０００等が
ある。ＳＵＢＡ８００、Ｓｕｒｆｉｎ　ｘｘｘ－５、Ｓｕｒｆｉｎ　０００は繊維をウレ
タン樹脂で固めた不織布であり、ＩＣ－１０００は硬質の発泡ポリウレタン（単層）であ
る。発泡ポリウレタンは、ポーラス（多孔質状）になっており、その表面に多数の微細な
へこみ又は孔を有している。
【００２６】
研磨テーブル１１の上方には研磨液供給ノズル１５及び水供給ノズル１６が配置されてお
り、研磨液供給ノズル１５からは純水や薬液などの研磨液が、水供給ノズル１６からはド
レッシングに使用するドレッシング液（例えば、水）が、それぞれ研磨テーブル１１上の
研磨面１０上に供給される。また、これら研磨液と水を回収する枠体１７が研磨テーブル
１１の周囲に設けられており、この枠体の下部に樋１７ａが形成されている。
【００２７】
トップリングユニット１２は、回転可能な支軸２０と、支軸２０の上端に連結されるトッ
プリングヘッド２１と、トップリングヘッド２１の自由端から垂下するトップリングシャ
フト２２と、トップリングシャフト２２の下端に連結される略円盤状のトップリング２３
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とから構成されている。トップリング２３は、支軸２０の回転によるトップリングヘッド
２１の揺動と共に水平方向に移動し、図１の矢印Ａで示すように、プッシャ１４と研磨面
１０上の研磨位置との間での往復運動が可能となっている。また、トップリング２３は、
トップリングシャフト２２を介してトップリングヘッド２１の内部に設けられた図示しな
いモータ及び昇降シリンダに連結されており、これにより、図２の矢印Ｄ，Ｅに示すよう
に昇降可能かつトップリングシャフト２２周りに回転可能となっている。また、研磨対象
である半導体ウェハＷは、トップリング２３の下端面に真空等によって吸着、保持されて
いる。これらの機構により、トップリング２３は自転しながら、その下面に保持した半導
体ウェハＷを研磨面１０に対して任意の圧力で押圧することができる。
【００２８】
ドレッシングユニット１３は、研磨を行って劣化した研磨面１０の表面を再生するもので
、研磨テーブル１１の中心に対してトップリングユニット１２とは反対側に配置されてい
る。ドレッシングユニット１３は、上記トップリングユニット１２と同様に、回転可能な
支軸３０と、支軸３０の上端に連結されるドレッサヘッド３１と、ドレッサヘッド３１の
自由端から垂下するドレッサーシャフト３２と、ドレッサーシャフト３２の下端に連結さ
れるドレッサ３３と、ドレッサ３３の下面に取り付けられたドレッシング部材３４とから
構成されている。ドレッサ３３は、支軸３０の回転によるドレッサヘッド３１の揺動と共
に水平方向に移動し、図１の矢印Ｂで示すように、研磨面１０上のドレッシング位置と研
磨テーブル１１の外側の待機位置との間で往復運動が可能となっている。
【００２９】
図３は図２に示す研磨部のトップリングユニット１２を流路構成と共に示す概略図、図４
は図３に示すトップリングユニット１２のトップリング２３を示す縦断面図である。図３
及び図４に示すように、トップリング２３は、自在継手部４０を介してトップリングシャ
フト２２に接続されており、トップリングシャフト２２はトップリングヘッド２１に固定
されたトップリング用エアシリンダ１１１に連結されている。トップリング２３は、トッ
プリングシャフト２２の下端に連結される略円盤状のトップリング本体４２と、トップリ
ング本体４２の外周部に配置されたリテーナリング４３とを備えている。トップリング本
体４２は金属やセラミックス等の強度及び剛性が高い材料から形成されている。また、リ
テーナリング４３は、剛性の高い樹脂材又はセラミックス等から形成されている。
【００３０】
トップリング用エアシリンダ１１１はレギュレータＲ１を介して圧力調整部１２０に接続
されている。この圧力調整部１２０は、圧縮空気源から加圧空気等の加圧流体を供給する
ことによって、あるいはポンプ等により真空引きすることによって圧力の調整を行うもの
である。この圧力調整部１２０によってトップリング用エアシリンダ１１１に供給される
加圧空気の空気圧等をレギュレータＲ１を介して調整することができる。このトップリン
グ用エアシリンダ１１１によってトップリングシャフト２２は上下動し、トップリング２
３の全体を昇降させると共にトップリング本体４２に取り付けられたリテーナリング４３
を所定の押圧力で研磨テーブル１１に押圧できるようになっている。
【００３１】
また、トップリングシャフト２２はキー（図示せず）を介して回転筒１１２に連結されて
いる。この回転筒１１２はその外周部にタイミングプーリ１１３を備えている。トップリ
ングヘッド２１にはトップリング用モータ１１４が固定されており、上記タイミングプー
リ１１３は、タイミングベルト１１５を介してトップリング用モータ１１４に設けられた
タイミングプーリ１１６に接続されている。従って、トップリング用モータ１１４を回転
駆動することによってタイミングプーリ１１６、タイミングベルト１１５、及びタイミン
グプーリ１１３を介して回転筒１１２及びトップリングシャフト２２が一体に回転し、ト
ップリング２３が回転する。なお、トップリングヘッド２１は、フレーム（図示せず）に
回転可能に支持された支軸２０によって支持されている。
【００３２】
図４に示すように、トップリング本体４２は、円筒容器状のハウジング部４２ａと、ハウ
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ジング部４２ａの円筒部の内側に嵌合される環状の加圧シート支持部４２ｂと、ハウジン
グ部４２ａの上面の外周縁部に嵌合された環状のシール部４２ｃとを備えている。トップ
リング本体４２のハウジング部４２ａの下端にはリテーナリング４３が固定されている。
このリテーナリング４３の下部は内方に突出している。
【００３３】
トップリング本体４２のハウジング部４２ａの中央部の上方には、上述したトップリング
シャフト２２が配設されており、トップリング本体４２とトップリングシャフト２２とは
自在継手部４０により連結されている。この自在継手部４０は、トップリング本体４２及
びトップリングシャフト２２とを互いに傾動可能とする球面軸受機構と、トップリングシ
ャフト２２の回転をトップリング本体４２に伝達する回転伝達機構とを備えており、トッ
プリングシャフト２２からトップリング本体４２に対して互いの傾動を許容しつつ押圧力
及び回転力を伝達する。
【００３４】
球面軸受機構は、トップリングシャフト２２の下面の中央に形成された球面状凹部２２ａ
と、トップリング本体４２の上面の中央部に形成された球面状凹部４２ｄと、両凹部２２
ａ，４２ｄ間に介装されたセラミックスのような高硬度材料からなるベアリングボール５
２とから構成されている。図４に示すように、トップリング本体４２のトップリングシャ
フト２２の近傍には接続ボルト４７が取り付けられており、この接続ボルト４７とトップ
リングシャフト２２に設けられたばね受け２２ｂとの間にはコイルばね４８が介装されて
いる。このような構造によって、トップリング本体４２はトップリングシャフト２２に対
して傾動可能に保持されるようになっている。
【００３５】
一方、回転伝達機構は、トップリング本体４２のトップリングシャフト２２の近傍に固定
された係合ピン４９と、トップリングシャフト２２に形成された係合孔２２ｃとから構成
される。トップリング本体４２が傾いても係合ピン４９は係合孔２２ｃ内を上下方向に移
動可能であるため、係合ピン４９は係合孔２２ｃと接触点をずらして係合し、回転伝達機
構がトップリングシャフト２２の回転トルクをトップリング本体４２に確実に伝達するよ
うになっている。
【００３６】
トップリング本体４２及びリテーナリング４３の内部に画成された空間内には、トップリ
ング２３によって保持される半導体ウェハＷに当接する弾性パッド６０と、環状のホルダ
ーリング６１と、トップリング本体４２内部の収容空間内で上下動可能な概略円盤状のチ
ャッキングプレート（上下動部材）６２とが収容されている。弾性パッド６０は、その外
周部がホルダーリング６１とホルダーリング６１の下端に固定されたチャッキングプレー
ト６２との間に挟み込まれており、チャッキングプレート６２の下面を覆っている。これ
により弾性パッド６０とチャッキングプレート６２との間には圧力室７０が形成されてい
る。弾性パッド６０は、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ポリウレタンゴム、シリ
コンゴム、ネオプレンゴム等の強度及び耐久性に優れたゴム材によって形成されている。
【００３７】
チャッキングプレート６２の中央部には開口６２ａが形成されている。この開口６２ａは
チューブ、コネクタ等からなる流体路８０に連通しており、流体路８０上に配置されたレ
ギュレータＲ２を介して圧力調整部１２０に接続されている。すなわち、弾性パッド６０
とチャッキングプレート６２との間の圧力室７０は、流体路８０上に配置されたレギュレ
ータＲ２を介して圧力調整部１２０に接続されている。また、弾性パッド６０には、開口
６２ａに対応する位置に大径（例えば直径１２ｍｍ）の中央孔６０ａが形成されている。
【００３８】
ホルダーリング６１とトップリング本体４２との間には弾性膜からなる加圧シート６３が
張設されている。この加圧シート６３の一端は、トップリング本体４２の下面に取り付け
られた加圧シート支持部４２ｂによって挟持され、他端はホルダーリング６１の上端部６
１ａとストッパ部６１ｂとの間に挟持されている。トップリング本体４２、チャッキング
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プレート６２、ホルダーリング６１、及び加圧シート６３によってトップリング本体４２
の内部に圧力室７１が形成されている。図４に示すように、圧力室７１にはチューブ、コ
ネクタ等からなる流体路８１が連通されており、圧力室７１は流体路８１上に配置された
レギュレータＲ３を介して圧力調整部１２０に接続されている。なお、加圧シート６３は
、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ポリウレタンゴム、シリコンゴム、ネオプレン
ゴム等の強度及び耐久性に優れたゴム材もしくはファイバーを含み強化されたゴムや非常
に薄いステンレス（例えば厚さ０．２ｍｍ）等によって形成されている。
【００３９】
ここで、弾性パッド６０の外周面とリテーナリング４３との間には、わずかな間隙がある
ので、ホルダーリング６１とチャッキングプレート６２等の部材は、トップリング本体４
２及びリテーナリング４３に対して上下方向に移動可能で、フローティングする構造とな
っている。ホルダーリング６１のストッパ部６１ｂには、その外周縁部から外方に突出す
る突起６１ｃが複数箇所に設けられており、この突起６１ｃがリテーナリング４３の内方
に突出している部分の上面に係合することにより、上記ホルダーリング６１等の部材の下
方への移動が所定の位置までに制限される。
【００４０】
加圧シート６３がゴムなどの弾性体である場合に、加圧シート６３をリテーナリング４３
とトップリング本体４２との間に挟み込んで固定した場合には、弾性体としての加圧シー
ト６３の弾性変形によってリテーナリング４３の下面において好ましい平面が得られなく
なってしまう。従って、これを防止するため、本実施形態では、別部材として加圧シート
支持部４２ｂを設けて、これをトップリング本体４２のハウジング部４２ａと加圧シート
支持部４２ｂとの間に挟み込んで固定している。なお、リテーナリング４３をトップリン
グ本体４２に対して上下動可能としたり、リテーナリング４３をトップリング本体４２と
は独立に押圧可能な構造としたりすることもでき、このような場合には、必ずしも上述し
た加圧シート６３の固定方法が用いられるとは限らない。
【００４１】
上述したチャッキングプレート６２と弾性パッド６０との間の圧力室７０及びチャッキン
グプレート６２の上方の圧力室７１には、それぞれの圧力室７０，７１に連通される流体
路８０，８１を介して加圧空気等の加圧流体を供給する、あるいは大気圧や真空にするこ
とができるようになっている。すなわち、図３に示すように、圧力室７０，７１の流体路
８０，８１上に配置されたレギュレータＲ２，Ｒ３によってそれぞれの圧力室に供給され
る加圧流体の圧力を調整することができる。これにより各圧力室７０，７１の内部の圧力
を各々独立に制御する又は大気圧や真空にすることができるようになっている。
【００４２】
また、チャッキングプレート６２には、下方に突出する内側吸着部６４及び外側吸着部６
５が開口６２ａの外側に設けられている。内側吸着部６４には、チューブ、コネクタ等か
らなる流体路８２に連通する連通孔６４ａが形成されており、内側吸着部６４はこの流体
路８２上に配置されたレギュレータＲ４を介して圧力調整部１２０に接続されている。同
様に、外側吸着部６５には、チューブ、コネクタ等からなる流体路８３に連通する連通孔
６５ａが形成されており、外側吸着部６５はこの流体路８３上に配置されたレギュレータ
Ｒ５を介して圧力調整部１２０に接続されている。圧力調整部１２０により吸着部６４，
６５の連通孔６４ａ，６５ａの開口端に負圧を形成し、吸着部６４，６５に半導体ウェハ
Ｗを吸着することができる。なお、吸着部６４，６５の下端面には薄いゴムシートやバッ
キングフィルム等からなる弾性シートが貼着されており、吸着部６４，６５は半導体ウェ
ハＷを柔軟に吸着保持するようになっている。
【００４３】
トップリング本体４２のシール部４２ｃの下面には環状の溝からなる洗浄液路９１が形成
されている。この洗浄液路９１は流体路８４に連通されている。また、シール部４２ｃの
洗浄液路９１から延びハウジング部４２ａ、加圧シート支持部４２ｂを貫通する連通孔９
２が複数箇所形成されており、この連通孔９２は弾性パッド６０の外周面とリテーナリン
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グ４３との間のわずかな間隙に連通されている。この洗浄液路９１を介して洗浄液（純水
）が間隙に供給されるようになっている。
【００４４】
次に、このような構成のポリッシング装置の動作を説明する。まず、第１搬送ロボット４
ａで半導体ウェハＷをカセット２ａ又は２ｂから取り出し、反転機５又は６で反転させた
後、第２搬送ロボット４ｂでプッシャ１４上に搬送して載置する。この状態で、トップリ
ングユニット１２のトップリングヘッド２１を揺動させてトップリング２３をプッシャ１
４の上方に移動させる。
【００４５】
図５は、このときの状態を示す縦断面図である。図５に示すように、プッシャ１４は、エ
アシリンダ等により上下動可能なガイドステージ１４１と、この外周部に設けられたウェ
ハガイド１４２と、ガイドステージ１４１の上方に配置され、ガイドステージ１４１とは
独立に上下動可能なプッシュステージ１４３とを備えている。ウェハガイド１４２は、上
段部１４４と下段部１４５とを有する２段の階段構造となっている。ウェハガイド１４２
の上段部１４４はトップリング２３のリテーナリング４３の下面とのアクセス部であり、
下段部１４５は半導体ウェハＷの求芯用及び保持用である。上段部１４４の上方にはリテ
ーナリング４３を導くためのテーパ１４６が形成されており、下段部１４５の上方には半
導体ウェハＷを導くためのテーパ１４７が形成されている。半導体ウェハＷは、ウェハガ
イド１４２のテーパ１４７によって求芯された状態で、ウェハガイド１４２の下段部１４
５に載置される。
【００４６】
ここで、図５に示す状態においては、トップリング２３内の圧力室７１を流路８１を介し
て圧力調整部１２０に接続し、圧力室７１を負圧にしておく。これにより、チャッキング
プレート６２は、図５に示すように、リテーナリング４３に対して上方に位置することと
なる。このようにすることで、後述するように半導体ウェハＷの吸着を確実に行うことが
可能となる。
【００４７】
次に、図６に示すように、プッシャ１４のガイドステージ１４１を上昇させ、ウェハガイ
ド１４２のテーパ１４６によってリテーナリング４３をウェハガイド１４２の上段部１４
４に導く。ウェハガイド１４２の上段部１４４がリテーナリング４３の下面と接触するこ
とでガイドステージ１４１の上昇が終了する。
【００４８】
この状態で、図７に示すように、プッシャ１４のプッシュステージ１４３が上昇して、ウ
ェハガイド１４２の下段部１４５に載置された半導体ウェハＷのパターン面を保持して、
半導体ウェハＷをトップリング２３の弾性パッド６０に当接させる。そして、吸着部６４
，６５の連通孔６４ａ，６５ａを流体路８２，８３を介して圧力調整部１２０に接続し、
この連通孔６４ａ，６５ａの吸引作用により吸着部６４，６５の下端面に半導体ウェハＷ
を真空吸着する。
【００４９】
この半導体ウェハＷの受け渡しの際に、チャッキングプレート６２がリテーナリング４３
よりも下方に突出していると、半導体ウェハＷがずれた位置で吸着された場合に、その後
のチャッキングプレート６２の上昇によって半導体ウェハＷがリテーナリング４３に引っ
掛かりウェハの脱落や破損の原因となるおそれがある。本実施形態では、上述したように
、トップリング２３内の圧力室７１を負圧にして予めチャッキングプレート６２をリテー
ナリング４３に対して上方に位置させているので、半導体ウェハＷはその外周部がリテー
ナリング４３にガイドされながら受け渡しされることとなる。従って、半導体ウェハＷが
チャッキングプレート６２の上昇によってリテーナリング４３に引っ掛かることがなくな
り、ウェハの脱落や破損を防止することができる。
【００５０】
半導体ウェハＷの吸着が完了すると、プッシャ１４を下降させ、トップリングヘッド２１
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を水平に揺動させて半導体ウェハＷを吸着させた状態で研磨面１０の上方に移動させる。
なお、半導体ウェハＷの外周縁はリテーナリング４３によって保持され、半導体ウェハＷ
がトップリング２３から飛び出さないようになっている。そして、トップリング２３を回
転させながら下降させ、回転している研磨テーブル１１上の研磨面１０に向けて半導体ウ
ェハＷを押圧する。すなわち、研磨時には、吸着部６４，６５による半導体ウェハＷの吸
着を解除し、トップリング２３の下面に半導体ウェハＷを保持させると共に、トップリン
グシャフト２２に連結されたトップリング用エアシリンダ１１１を作動させてトップリン
グ２３の下端に固定されたリテーナリング４３を所定の押圧力で研磨テーブル１１の研磨
面１０に押圧する。この状態で、圧力室７０に所定圧力の加圧流体を供給し、半導体ウェ
ハＷを研磨テーブル１１の研磨面に押圧する。このとき、研磨液供給ノズル１５から研磨
液を供給しながら半導体ウェハＷの研磨される面（下面）と研磨面１０との間に研磨液が
存在した状態で半導体ウェハＷの研磨が行われる。図４はこの研磨時の状態を示している
。
【００５１】
上述のようにして、トップリング用エアシリンダ１１１によってリテーナリング４３が研
磨面１０に押圧される力と、圧力室７０に供給する加圧空気によって半導体ウェハＷが研
磨面１０に押圧される力とを適宜調整して半導体ウェハＷの研磨が行われる。なお、圧力
室７０に加圧流体を供給すると、チャッキングプレート６２は上方向の力を受けるので、
本実施形態では、圧力室７１に流体路８１を介して圧力流体を供給し、圧力室７０からの
力によりチャッキングプレート６２が上方に持ち上げられるのを防止している。
【００５２】
研磨終了後は、図８に示すように、圧力室７０への加圧流体の供給を止め、大気圧に開放
することにより、チャッキングプレート６２を下降させ、吸着部６４，６５の下端面を半
導体ウェハＷに当接させる。また、圧力室７１内の圧力を大気圧に開放するか、もしくは
負圧にする。これは、圧力室７１の圧力を高いままにしておくと、半導体ウェハＷの吸着
部６４，６５に当接している部分のみが、研磨面に強く押圧されることになってしまうた
めである。そして、半導体ウェハＷを吸着部６４，６５の下端面に再び真空吸着させる。
このように、研磨終了時にチャッキングプレート６２を下降させることで、半導体ウェハ
Ｗを吸着部６４，６５に確実に吸着することが可能となる。
【００５３】
そして、半導体ウェハＷを吸着させた状態でトップリング２３をオーバーハング位置まで
移動させ、図９に示すように、圧力室７１を流路８１を介して圧力調整部１２０に接続し
てトップリング２３内の圧力室７１を負圧にし、チャッキングプレート６２をリテーナリ
ング４３に対して上方に位置させる。この状態で、トップリング２３を上昇させ、トップ
リングヘッド２１を水平に揺動させてトップリング２３を図１０に示すように再びプッシ
ャ１４の上方まで移動させる。
【００５４】
次に、図１１に示すように、プッシャ１４のガイドステージ１４１を上昇させ、ウェハガ
イド１４２のテーパ１４６によってリテーナリング４３をウェハガイド１４２の上段部１
４４に導く。そして、ウェハガイド１４２の上段部１４４がリテーナリング４３の下面と
接触することでガイドステージ１４１の上昇が終了する。
【００５５】
この状態で、図１２に示すように、チャッキングプレート６２の中央部の開口６２ａ及び
吸着部６４，６５をそれぞれ流体路８０，８２，８３を介して圧力調整部１２０に接続し
、開口６２ａ及び吸着部６４，６５から加圧流体（例えば、圧縮空気もしくは窒素と純水
を混合したもの）を例えば０．２ＭＰａの圧力で下方に噴射する（ウォータスパウト）。
この流体の噴射により、弾性パッド６０の下面から半導体ウェハＷが離脱して、ウェハガ
イド１４２のテーパ１４７によって求芯された状態で、ウェハガイド１４２の下段部１４
５に保持されることとなる。
【００５６】
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このように、本実施形態では、チャッキングプレート６２の中央部に形成された大径の開
口６２ａ及び吸着部６４，６５から加圧流体を噴射するため、弾性パッド６０と半導体ウ
ェハＷとが密着している部分にも加圧流体が送り込まれるので、より確実に半導体ウェハ
Ｗを離脱することができる。
【００５７】
このようにして、研磨後の半導体ウェハＷがトップリング２３からプッシャ１４に渡され
、必要に応じて純水又は洗浄液により半導体ウェハＷ及びトップリング２３の洗浄を行う
。その後、トップリング２３はプッシャ１４から新たな半導体ウェハＷを受け取って研磨
テーブル１０上に移動し、新たな研磨を行う。
【００５８】
所定の研磨量だけ半導体ウェハＷを研磨した時点で研磨処理が終了するが、この研磨作業
の終了時点では、研磨によって研磨面１０の特性が変化し、次に行う研磨の研磨性能が低
下しているので、ドレッシングユニット１３により研磨面１０のドレッシングを行う。ド
レッシングは、ドレッサ３３及び研磨テーブル１１をそれぞれ独立に自転させつつ、ドレ
ッシング部材３４を所定の押圧力で研磨面１０に当接させる。このとき、ドレッシング部
材３４が研磨面１０に接触するのと同時又は接触する前に、水供給ノズル１６から研磨面
１０の上面に水を供給し、研磨面１０に残留している使用済みの研磨液を洗い流す。ドレ
ッシング終了後のドレッサ３３は、ドレッシングヘッド３１の駆動により待機位置に戻さ
れ、この待機位置に設置されたドレッサ洗浄装置１８（図１参照）によって洗浄される。
【００５９】
プッシャ１４上に載置された研磨後の半導体ウェハＷは、第２搬送ロボット４ｂにより、
例えばロールスポンジによる両面洗浄機能を有する洗浄機７ａ又は７ｂに搬送し、この洗
浄機７ａ又は７ｂで基板Ｗの両面を洗浄した後、第２搬送ロボット４ｂでこれを反転機５
又は６に搬送して反転させる。その後、第１搬送ロボット４ａで反転機５又は６上の半導
体ウェハＷを取り出し、これを、例えば上面洗浄のペンスポンジとスピンドライ機能を具
備する第２の洗浄機８ａ又は８ｂに搬送して洗浄・乾燥させ、第１搬送ロボット４ａでカ
セット２ａ，２ｂに戻す。
【００６０】
次に、本発明に係るポリッシング方法の第２の実施形態について図１３乃至図２２を参照
して詳細に説明する。なお、上述の第１の実施形態における部材又は要素と同一の作用又
は機能を有する部材又は要素には同一の符号を付し、特に説明しない部分については第１
の実施形態と同様である。また、トップリング以外の構成については基本的に上述の第１
の実施形態と同様である。
【００６１】
図１３は、本発明の第２の実施形態におけるトップリングを示す縦断面図である。本実施
形態においては、トップリング本体４２及びトップリング本体４２に一体に固定されたリ
テーナリング４３の内部に画成された空間内には、トップリング１２３によって保持され
る半導体ウェハＷの外周部に当接するアウターメンブレン１６０が収容されており、第１
の実施形態における弾性パッドは設けられていない。
【００６２】
アウターメンブレン１６０は、その外周部がホルダーリング６１とホルダーリング６１の
下端に固定されたチャッキングプレート６２との間に挟み込まれており、チャッキングプ
レート６２の外縁近傍の下面を覆っている。このアウターメンブレン１６０の下端面は、
ポリッシング対象物である半導体ウェハＷの上面に接する。アウターメンブレン１６０は
、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ポリウレタンゴム、シリコンゴム等の強度及び
耐久性に優れたゴム材によって形成されている。なお、半導体ウェハＷの外縁にはノッチ
やオリエンテーションフラットと呼ばれる、半導体ウェハの向きを認識（特定）するため
の切り欠きが設けられているが、このようなノッチやオリエンテーションフラットよりも
チャッキングプレート６２の内周側にまでアウターメンブレン１６０が延出していること
が好ましい。
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【００６３】
また、チャッキングプレート６２と半導体ウェハＷとの間に形成される空間の内部には、
半導体ウェハＷに当接する当接部材としてのリングチューブ１７０が設けられている。本
実施形態においては、図１３に示すように、リングチューブ１７０はチャッキングプレー
ト６２の中央部の開口６２ａを取り囲むように配置されている。また、本実施形態におい
ては、リングチューブ１７０の外側に外側吸着部６５のみが設けられており、内側吸着部
は設けられていない。
【００６４】
リングチューブ１７０は、半導体ウェハＷの上面に当接する弾性膜１７１と、弾性膜１７
１を着脱可能に保持するリングチューブホルダー１７２とから構成されており、これらの
弾性膜１７１とリングチューブホルダー１７２によってリングチューブ１７０の内部に圧
力室７２が形成されている。また、チャッキングプレート６２と半導体ウェハＷとの間に
形成される空間は、上記リングチューブ１７０によって複数の空間に区画されており、リ
ングチューブ１７０の内側、すなわちチャッキングプレート６２の中央部の開口６２ａの
周囲には圧力室７３が、リングチューブ１７０の外側、すなわち吸着部６５の周囲には圧
力室７４がそれぞれ形成されている。なお、リングチューブ１７０の弾性膜１７１は、エ
チレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ポリウレタンゴム、シリコンゴム等の強度及び耐久
性に優れたゴム材によって形成されている。
【００６５】
リングチューブ１７０の弾性膜１７１には、半導体ウェハＷが当接する面に孔１７１ａが
形成されている。この孔１７１ａは、例えば、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すよう
に、複数の楕円又は円を組み合わせた形状としてもよく、図１４（ｃ）に示すように楕円
に三角形状の切り込みを形成したものでもよく、あるいは図１４（ｄ）に示すように大き
な楕円形状であってもよい。また、図１４（ｅ）に示すように正方形やひし形であっても
よく、図１４（ｆ）及び図１４（ｇ）に示すように単なるスリットであってもよい。
【００６６】
リングチューブ１７０内の圧力室７２には、チューブ、コネクタ等からなる流体路８５が
連通されており、圧力室７２はこの流体路８５上に配置されたレギュレータを介して圧力
調整部１２０（図３参照）に接続されている。また、圧力室７３はチューブ、コネクタ等
からなる流体路８６に連通しており、圧力室７３はこの流体路８６上に配置されたレギュ
レータを介して圧力調整部１２０に接続されている。
【００６７】
上述したチャッキングプレート６２の上方の圧力室７１及び上記圧力室７２，７３，７４
には、各圧力室に連通される流体路８１，８５，８６，８３を介して加圧空気等の加圧流
体を供給する、あるいは大気圧や真空にすることができるようになっている。すなわち、
圧力室７１～７４の流体路８１，８５，８６，８３上に配置されたレギュレータによって
それぞれの圧力室に供給される加圧流体の圧力を調整することができる。これにより各圧
力室７１～７４の内部の圧力を各々独立に制御する又は大気圧や真空にすることができる
ようになっている。このように、レギュレータによって各圧力室７１～７４の内部の圧力
を独立に可変とすることにより、半導体ウェハＷを研磨パッド１０に押圧する押圧力を半
導体ウェハＷの部分ごとに調整することができる。
【００６８】
この場合において、各圧力室７２～７４に供給される加圧流体や大気圧の温度をそれぞれ
制御することとしてもよい。このようにすれば、半導体ウェハ等の研磨対象物の被研磨面
の裏側から研磨対象物の温度を直接制御することができる。特に、各圧力室の温度を独立
に制御することとすれば、ＣＭＰにおける化学的研磨の化学反応速度を制御することが可
能となる。
【００６９】
次に、本実施形態におけるポリッシング装置の動作を説明する。まず、第１搬送ロボット
４ａで半導体ウェハＷをカセット２ａ又は２ｂから取り出し、反転機５又は６で反転させ
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た後、第２搬送ロボット４ｂでプッシャ１４上に搬送して載置する。この状態で、トップ
リングユニット１２のトップリングヘッド２１を揺動させてトップリング１２３をプッシ
ャ１４の上方に移動させる。
【００７０】
図１５は、このときの状態を示す縦断面図である。図１５に示す状態においては、トップ
リング１２３内の圧力室７１を流路８１を介して圧力調整部１２０に接続し、圧力室７１
を負圧にしておく。これにより、チャッキングプレート６２は、図１５に示すように、リ
テーナリング４３に対して上方に位置することとなる。第１の実施形態と同様に、このよ
うにすることで半導体ウェハＷの吸着を確実に行うことが可能となる。
【００７１】
次に、図１６に示すように、プッシャ１４のガイドステージ１４１を上昇させ、ウェハガ
イド１４２のテーパ１４６によってリテーナリング４３をウェハガイド１４２の上段部１
４４に導く。ウェハガイド１４２の上段部１４４がリテーナリング４３の下面と接触する
ことでガイドステージ１４１の上昇が終了する。
【００７２】
この状態で、図１７に示すように、プッシャ１４のプッシュステージ１４３が上昇して、
ウェハガイド１４２の下段部１４５に載置された半導体ウェハＷのパターン面を保持して
、半導体ウェハＷをトップリング１２３のアウターメンブレン１６０及びリングチューブ
１７０に当接させる。そして、リングチューブ１７０内の圧力室７２、及び圧力室７３，
７４に連通した流体路８５，８６，８３を圧力調整部１２０に接続し、流体路８５，８６
，８３を負圧にして半導体ウェハＷを真空吸着する。例えば、流体路８３の圧力を－８０
ｋＰａ、流体路８５，８６の圧力を－２０ｋＰａとして半導体ウェハＷを真空吸着する。
【００７３】
このとき、上述したように、トップリング１２３内の圧力室７１を負圧にして予めチャッ
キングプレート６２をリテーナリング４３に対して上方に位置させているので、半導体ウ
ェハＷはその外周部がリテーナリング４３にガイドされながら受け渡しされることとなる
。従って、半導体ウェハＷがチャッキングプレート６２の上昇によってリテーナリング４
３に引っ掛かることがなくなり、ウェハの脱落や破損を防止することができる。
【００７４】
半導体ウェハＷの吸着が完了すると、プッシャ１４を下降させ、トップリングヘッド２１
を水平に揺動させて半導体ウェハＷを吸着させた状態で研磨面１０の上方に移動させる。
なお、半導体ウェハＷの外周縁はリテーナリング４３によって保持され、半導体ウェハＷ
がトップリング１２３から飛び出さないようになっている。そして、トップリング１２３
を回転させながら下降させ、回転している研磨テーブル１１上の研磨面１０に向けて半導
体ウェハＷを押圧する。すなわち、研磨時には、半導体ウェハＷの吸着を解除し、トップ
リング１２３の下面に半導体ウェハＷを保持させると共に、トップリングシャフト２２に
連結されたトップリング用エアシリンダ１１１を作動させてトップリング１２３の下端に
固定されたリテーナリング４３を所定の押圧力で研磨テーブル１１の研磨面１０に押圧す
る。この状態で、圧力室７２，７３，７４にそれぞれ所定圧力の加圧流体を供給し、半導
体ウェハＷを研磨テーブル１１の研磨面に押圧する。このとき、研磨液供給ノズル１５か
ら研磨液を供給しながら半導体ウェハＷの研磨される面（下面）と研磨面１０との間に研
磨液が存在した状態で半導体ウェハＷの研磨が行われる。図１３はこの研磨時の状態を示
している。
【００７５】
上述のようにして、トップリング用エアシリンダ１１１によってリテーナリング４３が研
磨面１０に押圧される力と、圧力室７２～７４に供給する加圧空気によって半導体ウェハ
Ｗが研磨面１０に押圧される力とを適宜調整して半導体ウェハＷの研磨が行われる。なお
、圧力室７２～７４に加圧流体を供給すると、チャッキングプレート６２は上方向の力を
受けるので、本実施形態では、圧力室７１に流体路８１を介して圧力流体を供給し、圧力
室７２からの力によりチャッキングプレート６２が上方に持ち上げられるのを防止してい
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る。
【００７６】
研磨終了後は、図１８に示すように、圧力室７２～７４への加圧流体の供給を止め、大気
圧に開放することにより、チャッキングプレート６２を下降させ、吸着部６５の下端面を
半導体ウェハＷに当接させる。また、圧力室７１内の圧力を大気圧に開放するか、もしく
は負圧にする。これは、圧力室７１の圧力を高いままにしておくと、半導体ウェハＷの吸
着部６５に当接している部分のみが、研磨面に強く押圧されることになってしまうためで
ある。そして、半導体ウェハＷを吸着部６５の下端面に再び真空吸着させる。研磨終了時
には、半導体ウェハＷとチャッキングプレート６２が離れている場合があり、そのまま吸
着部６５により半導体ウェハＷを吸着させようとしても吸着できない場合がある。そこで
、本実施形態では、上述したように、研磨終了時にチャッキングプレート６２を下降させ
ることで、半導体ウェハＷを吸着部６５に確実に吸着させている。
【００７７】
そして、半導体ウェハＷを吸着させた状態でトップリング１２３をオーバーハング位置ま
で移動させ、図１９に示すように、圧力室７１を流路８１を介して圧力調整部１２０に接
続してトップリング１２３内の圧力室７１を負圧にし、チャッキングプレート６２をリテ
ーナリング４３に対して上方に位置させる。この状態で、トップリング１２３を上昇させ
、トップリングヘッド２１を水平に揺動させてトップリング１２３を図２０に示すように
再びプッシャ１４の上方まで移動させる。このとき、リングチューブ１７０内の圧力室７
２に加圧流体を供給して加圧しておくことが好ましく、このようにすることで半導体ウェ
ハＷがアウターメンブレン１６０及びリングチューブ１７０から離脱しやすくなる。
【００７８】
次に、図２１に示すように、プッシャ１４のガイドステージ１４１を上昇させ、ウェハガ
イド１４２のテーパ１４６によってリテーナリング４３をウェハガイド１４２の上段部１
４４に導く。ウェハガイド１４２の上段部１４４がリテーナリング４３の下面と接触する
ことでガイドステージ１４１の上昇が終了する。
【００７９】
この状態で、図２２に示すように、チャッキングプレート６２の中央部の開口６２ａ及び
吸着部６５をそれぞれ流体路８６，８３を介して圧力調整部１２０に接続し、開口６２ａ
及び吸着部６５から加圧流体（例えば、圧縮空気もしくは窒素と純水を混合したもの）を
下方に噴射する（ウォータスパウト）。また、リングチューブ１７０内の圧力室７２を圧
力調整部１２０に接続し、リングチューブ１７０の弾性膜１７１に形成された孔１７１ａ
（図１３参照）から加圧流体（例えば、圧縮空気もしくは窒素と純水を混合したもの）を
下方に噴射する（ウォータスパウト）。これらの流体の噴射により、トップリング１２３
から半導体ウェハＷが離脱して、ウェハガイド１４２のテーパ１４７によって求芯された
状態で、ウェハガイド１４２の下段部１４５に保持されることとなる。例えば、開口６２
ａからは０．０３ＭＰａ、吸着部６５からは０．２ＭＰａ、リングチューブ１７０の孔１
７１ａからは０．０５ＭＰａの圧力でそれぞれ流体を噴射する。この場合において、リン
グチューブ１７０の弾性膜１７１と半導体ウェハＷとの密着性を解消しやすくするために
、まず最初にリングチューブ１７０の孔１７１ａから流体を噴射した後、開口６２ａ及び
吸着部６５から流体を噴射することが好ましい。
【００８０】
このように、本実施形態では、チャッキングプレート６２の中央部に形成された大径の開
口６２ａ及び吸着部６５、更にリングチューブ１７０の弾性膜１７１に形成された孔１７
１ａからそれぞれ加圧流体を噴射するため、アウターメンブレン１６０及びリングチュー
ブ１７０の弾性膜１７１と半導体ウェハＷとが密着している部分にも加圧流体が送り込ま
れるので、より確実に半導体ウェハＷを離脱することができる。また、リングチューブ１
７０の弾性膜１７１に形成する孔１７１ａの形状を図１４（ｃ）又は図１４（ｄ）に示す
形状とすれば、半導体ウェハＷの離脱時の音もなく、よりスムーズに半導体ウェハＷを離
脱させることができる。
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【００８１】
上述の実施形態では、流体路８０～８６をそれぞれ別個に設けたが、これらの流体路を統
合したり、各圧力室同士を連通させたりするなど、半導体ウェハＷに加えるべき押圧力の
大きさや加える位置により自由に改変することが可能である。また、上述した実施形態に
おいては、リングチューブ１７０が直接半導体ウェハＷに接触する例を説明したが、これ
に限られるものではなく、例えば、リングチューブ１７０と半導体ウェハＷとの間に弾性
パッドを介在させ、リングチューブ１７０が間接的に半導体ウェハＷに接触することとし
てもよい。
【００８２】
また、上述した実施形態においては、研磨パッドにより研磨面が形成されることとしたが
、これに限られるものではない。例えば、固定砥粒により研磨面を形成してもよい。固定
砥粒は、砥粒をバインダ中に固定し板状に形成されたものである。固定砥粒を用いた研磨
においては、固定砥粒から自生した砥粒により研磨が進行する。固定砥粒は砥粒とバイン
ダと気孔により構成されており、例えば砥粒には平均粒径０．５μｍ以下の酸化セリウム
（ＣｅＯ２）、バインダにはエポキシ樹脂を用いる。このような固定砥粒は硬質の研磨面
を構成する。また、固定砥粒には、上述した板状のものの他に、薄い固定砥粒層の下に弾
性を有する研磨パッドを貼付して二層構造とした固定砥粒パッドも含まれる。その他の硬
質の研磨面としては、上述したＩＣ－１０００がある。
【００８３】
これまで本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず
、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言うまでも
ない。
【００８５】
【発明の効果】
　上述したように、本発明によれば、研磨終了時に上下動部材を下方に移動させて研磨対
象物を吸着部に当接させてから研磨対象物を吸着保持するので、研磨対象物を確実に吸着
させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるポリッシング装置を模式的に示す平面図である
。
【図２】図１に示すポリッシング装置の研磨部の要部を示す縦断面図である。
【図３】図２に示す研磨部のトップリングユニットを流路構成と共に示す概略図である。
【図４】図３に示すトップリングユニットのトップリングを示す縦断面図である。
【図５】図４に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図６】図４に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図７】図４に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図８】図４に示すトップリングの研磨終了後の状態を示す縦断面図である。
【図９】図４に示すトップリングの研磨終了後の状態を示す縦断面図である。
【図１０】図４に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図１１】図４に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図１２】図４に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態におけるトップリングを示す縦断面図である。
【図１４】　図１４（ａ）乃至図１４（ｇ）は図１３に示すトップリングのリングチュー
ブの弾性膜に形成される孔の形状を示す概略図である。
【図１５】図１３に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図１６】図１３に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図１７】図１３に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図１８】図１３に示すトップリングの研磨終了後の状態を示す縦断面図である。
【図１９】図１３に示すトップリングの研磨終了後の状態を示す縦断面図である。
【図２０】図１３に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
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【図２１】図１３に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【図２２】図１３に示すトップリングとプッシャとの関係を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１ａ，１ｂ　研磨部
２ａ，２ｂ　半導体ウェハ収納用カセット
４ａ，４ｂ　搬送ロボット
５，　６　　反転機
７ａ，７ｂ，８ａ，８ｂ　　洗浄機
１０　　研磨パッド
１１　　研磨テーブル
１１ａ　テーブル軸
１２　　トップリングユニット
１３　　ドレッシングユニット
１４　　プッシャ
１５　　研磨液供給ノズル
１６　　水供給ノズル
１７　　枠体
１７ａ　樋
１８　　ドレッサ洗浄装置
２０，３０　　支軸
２１　　トップリングヘッド
２２　　トップリングシャフト
２２ａ　球面状凹部
２２ｂ　ばね受け
２２ｃ　係合孔
２３，１２３　　トップリング
３１　　ドレッサヘッド
３２　　ドレッサーシャフト
３３　　ドレッサ
３４　　ドレッシング部材
４０　　自在継手部
４２　　トップリング本体
４２ａ　ハウジング部
４２ｂ　加圧シート支持部
４２ｃ　シール部
４２ｄ　球面上凹部
４３　　リテーナリング
４７　　接続ボルト
４８　　コイルばね
４９　　係合ピン
５２　　ベアリングボール
６０　　弾性パッド
６０ａ　中央孔
６１　　ホルダーリング
６１ａ　上端部
６１ｂ　ストッパ部
６１ｃ　突起
６２　　チャッキングプレート
６２ａ　開口
６３　　加圧シート
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７０～７４　　圧力室
８０～８６　　流体路
６４，６５　　吸着部
６４ａ，６５ａ　連通孔
９１　　洗浄液路
９２　　貫通孔
１１１　　トップリング用エアシリンダ
１１２　　回転筒
１１３，１１６　　タイミングプーリ
１１４　　トップリング用モータ
１１５　　タイミングベルト
１２０　　圧力調整部
１４１　　ガイドステージ
１４２　　ウェハガイド
１４３　　プッシュステージ
１４４　　上段部
１４５　　下段部
１４６，１４７　　テーパ
１６０　　アウターメンブレン
１７０　　リングチューブ
１７１　　弾性膜
１７２　　リングチューブホルダー
Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４，Ｒ５　　レギュレータ
Ｗ　　半導体ウェハ

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】
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